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(64) Amorfni chalkogenidy pro zdznam, &teni a vymaz informaci

1

Vynélez se tykéd smorfnich chalkogenidd pro zéznem, %teni @ vymaz informaci pro holo-
grafii, fotografii, pro piiprevu fotoresistd nebo pro pripravu optickych &lend jako jsou
nept. filtry s regulovatelnou propustnosti, optické mP{¥ky a podobnd zarizeni. '

Je znémo, Ze plisobenim elektronovych svazkl nebo elektromagnetického zéren{ vhodné
vlnové délky a intenzity lze v ¥ad& amorfnich létek vyvolévat zm¥nu optickyeh vliastnosti
(napt. odrezivosti, propustnostl, indexu lomu). Bez potieby dal¥tho vyvolévéni lze vyZe
uvedené zm&ny déle vyuZit (nap¥. pro &Eteni ev. doplnovéni zéznemu). Zépis lze prelist pomo-
ci tého? peprsku slab¥{ intenzity nebo paprsku jiné vlnové délxy. Pomoci vhodného zéieni
(IR, laser) nebo zsh¥édtim vrstvy lze zépls vymazet a proces "zépis-&teni-mazéni" mnohokrét
opakovat.

V soudasné technice je znéma Pfada materidld tvorenych emorfnimi chelkogenidy, které
jsou poufitelné pro piripravu optickych pam&ti. Mezi takovéto materidly pati{ nap’. skla
systému Ge-S /nap¥. S. V. Gurevi& a spol.; Zurnal Techn. Fiz. 43 (1973) 217/, As-S, As-Te,
As-S-Se. As-S-Se-Te (Brit. pat. 1531981), A323e3 (SSSR pat. 474287), tenké vrstvy tvoiené
napt. prvky Bi, Te, Se, Sn, As, Sb, Ge, Ga, Ir (Brit. pat. 20217984).

Takovéto materiély jsou obvykle naneseny na vhodnou podloZku a pisobenim elektronové-
ho svazku nebo vhodného elektromegnetického zéeni je moZné zménit jejich optické, ale
{ ostatni fyzikélni a chemické vlastnosti napf. propustnost, odrazivost, index lomu, smédi-
vost, rychlost rozpoustdni v chemickych rozpoust&dlech apod. Tyto materidly neobsahuji
st¥ibro a energie, potfebnd pro vyvolédvéni zmény vyse uvedenych psrsmetrd je v n&kterych
pripadech relstivnd nizké (10'7 a% 200 Jcm'z) (F. Hoff; Slaboproudy obzor 37 /1976/ 55),
hustota zaznamenanych informeci mife byt mimo¥ddn¥ vysokd, aZ 10" bitﬂ/cm2 (R. D. Lohman;
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Elektronics 61 /1971/ 192), cof odpovidd rozliZenf nad 1 000 ¥er/mm. Zéznem na optickych
panélovych vrstvéch ne bézi amorfnich chalkogenidd mi%e byt snedno doplnovén i vymazévén,
PoZet pracovnich cykld zépis-&teni-mazéni presahuje 108 cykld (F. Hoff; Slaboproudy obzor

37 /1971/ 192). Optické pam¥ti ne bédzi amorfnich chalkogenidd majfi i dal3{ vihodné vlest-
nosti, a to snadnou pfipravu velkyeh ploch ( ~ 100 cm”) tenkych vrstev, nizkou cenu

(F. Hoff; Slaboproudy obzor 37 /1976/ 55),(R. D. Lohmen; Elektronics /1971/ 61 192), moZnost
dlouhodobého uchovévéni zdznemu bez del3L doddvky energie i malou citlivost ne pronikavé
zédeni. N¥které z uvedenych materidld se viak vyzna¥uji maljm kontrastem a malou citlivost{
pfi expozici a tento fakt bréni jejich Bir3imu vyuZitif.

Daldim vyzkumem bylo zjilténo, %e lze pripravit i matefiély, které jsou technicky
i ekonomicky vyhodn&jsi neZ materidly dosud zndmé. Jsou to nap¥. smorfni cnalkogenidy po-
dle vynélezu, kterych lze vyuZit pro holografii, fotografii, pro pripravu fotoresistd,
pro zéznam, &teni a vymez informeci obecného vzorce

GeaSbbSch,
Ge . je germenium,
Sb  je antimon,
s Je sira,
X Je dal3f prvek ze IV. aZ V. skupiny periodického systému;
a Je kladné &islo vé&t3{ neZ 3 e men3i neZ 55
b Jei'kladné &i{slo v8t3{ ne% 2 a men3{ ne% 70
c Je kladné ¥islo v3t3{ ne% 45 a men¥{ ne% 90
d Je kladné &islo v&tX{ nebo rovné 0 a men3{ ne% 90,

pFidem# platf, Ze a+b+c+d=100.

Vyndlez vyuZivé poznatku, Ze plsobenim vhodného zéPeni nap¥. He-Ne laseru (vlnové
délke A = 632 nm), impulsového Na—leseru (impulsovy dusikovy laser, A = 337 nm, doba
jednoho pulsu 7 ~~ 5.10'9 8), UV lampy (rtulové vibojka) na tenkou vrstvu létky. Podle
vynélezu dochézi k vyraznému posunu krdtkovinné absorpdni hreny k ni%¥im &i vy33im energiim.
V mist¥ expozice tedy dochdzi v zévislostl ne teplotd, pouZitém zé¥eni a chemickém slofeni
vratvy, ke zimavnuti ¥1 zesvdtleni vrstvy. Takovjich materidld, které vykazujf{ zmnu optické
propustnosti vlivem expozice lze pak poufit p¥i konstrukei optickych pam¥tf, fotografickych
a holografickych zdznami, fotoresistord i pro konstrukcl optickych filtrd s regulovatelnou
propustnostf.

Vyroba zdkladniho vychoziho materidlu spodfvd v tom, %e je navafovéno vypodtené mno¥%-
stvi prvki a/nebo p¥isludnfch prekursoni (tj. nep¥. sulfidl) a po zhomogenizovéni je sm&s
tavena ve vakuu nebo vhodné atmosféfe nap¥. v zatavené k¥emenné ampuli. B¥hem syntézy je
roztavend hmota homogenizovéna nap¥. michénim. Ziskend lédtka je po .syntéze nap¥. vytaZena
ve formd slitku a ochlezens nebo zekelena do vody (vzduchu, oleje mpod.).

Ze ziskeného slitlu Jsou rezénim a le¥ténim pripraveny destidky potrebnyech rozmérd.
'Zépia Je moZné provdd®t do t&chto destilek s hladkym povrchem nebo vyhodn&ji do tenkych
vrastev deného chemického sloZenf, ziskenych nap#. lisovénim rozm&klého zékladniho materidlu
nebo jeho transportem pres parni fézi na vhodnou podloZku nap¥. vakuovim napafenim ¥i de-
kompozici. Plsobenim zéieni dochézi napf. ke zm&n¥ propustnosti, reflektivity, indexu lo-
ou 8 fyzikélné chemickych vlastnosti (nep¥. smé¥ivost, leptédni), které mohou byt vyusity
nap¥. p¥i konstrukei optickych pam&tl (21 jinych optickych ¥lend uvedenych vy¥e). Zm¥nou
druhu zéFenl (tj. zm@nou vlnové délky pouZitého zé¥eni nebo zménou intenzity zé¥eni) nebo
teploty mohou byt informaece &teny nebo mazény.
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Na p¥iloZeném obrézku 1 je vyzna¥ena spekirélni zdévislost optické propustnosti tenké
vrstvy chemického sloZeni Ge3OSb3OS4O’ kterd je znalena symboly
1, 1’- tloustka tenké vrastvy £=3,5.10" Tm;
2, 2°- tlousike vrstvy t=2,8.10" n;
3, 3’-ttloustke tenké vrstvy t=1,7.10'7 m;
(] - pivodni stav
) - vzorek pro expozici UV zé¥enim.

Jeko priklad lze uvést piipravu a vyuZitd tenkyeh vzorkd létky GeeSbbScXﬁ tlou¥t&k
t f\J!0'7 m, které byly pripraveny mZikovym napsienim rozdrceného zékladnfho materidlu
bud na mikroskopické podloZeni skla nebo ne destidky z KBr (KRS) ve vakuu o tlaku
P /\}10'3 Pa. Ne takovich vzorcich byla zsm&fend optické propustnost v zévislosti na vinové
délce. Pak byly tyto vzorky exponovény He-Ne laserem nebo Nz laserem. Znovu byla zemé&Fena
spektrélni zdvislost propustnosti. Pak byl vzorek zah¥ét na teplotu 200 % (ponechén pfi
této teplotd po dobu 60 minut), ochlazen a znovu zem&fene spektrdlni zévislost propustnosti.
Jako p¥ikled provedeni Je ne obr. ! uvedena spektrélni zévislost propustnosti tenkych vrstev
vzorku chemického sloZeni Ge3°Sb30840 pred osvitem (plivodni stav) a po osvitu (zépis infor-
mece). Ddle jsou uvedeny dal3i pfiklady ehemického sloZeni materidld podle vyndlezu, u nichZ
dochézl: ke ztmavnuti po expozici nap¥. He-Ne laserem, Na-laserem‘

Ge4°SbSS55, Ge53b45s5o; CegSbyS,s, GeqgSbygSegs
Ge‘OSb40550, Ge‘OSb5°S4°, Gest33Sb35557, Gest3Sn28b4OS5o,
Ge58b4OSn5Pb5S45; Gest28n3Sb3036o, GeBPbSnszzBi‘BS5o,
GestSSn5$b3oAssBiSS45.
K zesv8tlénf tenké vrstvy expozici napi. He-Ne laserem nebo N,-laserem nebo UV-lampou.

Gezosbiosao, Ge303b10360’ Ge305b5$65, Ge35Sb10355,
Ge 405108507 Ceq5FPy,55Mg, 55P10S703 Ge20SbsSnsSyg,
Ge25Pb55n28b8360 '

kde indexy u jednotlivych chemickych prvkd odpovidaji jejich atomovym procentdm ve sledo-

vené tenké vrstvd. P¥iklady sloufi pouze k obJjasndni podstaty vynélezu, aniZ by jakymkoliv
zplisobem omezovaly Jeho rozsah.

PREDMET VINALEZU

Qmorfni chalkogenidy pro zéznam, &teni a vymaz informaci pro hologrefii, fotografii,
pro pripravu fotoresistl na bdzi germenie, entimonu a siry, vyznalené tim, Ze jsou tvote-
ny létkou obecnsho vzorce

GeaSbbsch,
kde Ge je germaniuy, Sb je entimon, S je sire, X je del¥{ prvek ze IV. aZ V. skupiny pe-
riodického systému, a Jje kledné &islo v&t3{i neZ 3 a men3i neZ 55, b je kladné Zislo vELEL
nef 2 a men3{ ne% 70, ¢ je kladné &fslo v&tEf neZ 45 a men3{ neZ 90, d je kladné &islo
v3t3{ nebo rovné 0 a mendi ne% 20, priZemZ plati, Ze atb+c+d=100.
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